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本資料は、フラットパネルディスプレイ市場にゲームチェンジを起こした世界初の透明アモル
ファス酸化物半導体In-Ga-Zn-O [IGZO]の薄膜トランジスタ(TFT)である。この発見と発明は
2004年のNature誌[Nature, 432, 488-492 (2004)]に発表され、これまでのアモルファスシリ
コンTFTでは実現が困難であった高精細液晶や有機ELテレビなどの新市場を開いた。現在で
は、医療用デバイスや半導体メモリーにも波及し、世界の電子産業にイノベーションを起こし
た。この卓越した材料技術は、材料科学と半導体エレクトロニクスの分野において、歴史上極
めて重要である。
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